
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏導通スルーホールを有する誘電体基板を積層して形成したキャビティ内に半導体素
子及び誘電体回路基板を搭載した半導体パッケージにおいて、上記キャビティを形成する
複数の上記表裏導通スルーホールから上記キャビティに向かう方向に信号周波数の概略１
／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したことを特
徴とする半導体パッケージ。
【請求項２】
　表裏導通スルーホールを有する誘電体基板を積層して形成したキャビティ内に半導体素
子及び誘電体回路基板を搭載した半導体パッケージにおいて、上記キャビティを形成する
複数の上記表裏導通スルーホールから上記キャビティの周囲方向に信号周波数の概略１／
４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したことを特徴
とする半導体パッケージ。
【請求項３】
　表裏導通スルーホールを有する誘電体基板を積層して形成したキャビティ内に半導体素
子及び誘電体回路基板を搭載した半導体パッケージにおいて、上記キャビティを形成する
複数の上記表裏導通スルーホールから上記キャビティに向かう方向及び上記キャビティの
周囲方向に信号周波数の概略１／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のス
ルーホールを配置したことを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項４】
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　表裏導通スルーホールを有する誘電体基板を積層して形成したキャビティ内に半導体素
子及び誘電体回路基板を搭載した半導体パッケージにおいて、抵抗膜を形成した、長さの
異なる複数のスルーホールを配置したことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
半導体パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、高周波数帯で動作するマイクロ波、ミリ波集積回路を封止するパッケージに
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図６、図７、図８は従来の半導体パッケージを示す図である。図において、１は金属製の
箱体、２は入出力端子、３はキャップ、４は半導体素子及び誘電体回路基板、５は抵抗体
である。
【０００３】
また、図９は従来の半導体パッケージの特性を示す図である。図において、曲線ａ１，ａ
２は図６のようにキャビティ内に抵抗体５を設けない場合、曲線ｂ１，ｂ２は図７のよう
にキャビティ側壁に抵抗体５を設けた場合、曲線ｃ１，ｃ２は図８のようにキャップ３の
裏面に抵抗体５を設けた場合、の入出力端子２における反射特性及びキャビティ内空間伝
播特性である。
【０００４】
次に、従来の半導体パッケージの動作及び特性について説明する。従来の半導体パッケー
ジは、図６、図７、図８のように箱体１に形成したキャビティに半導体素子及び誘電体回
路基板４を配置し、出力端子２を設けて、パッケージ内部に配置した半導体素子及び誘電
体回路基板４と外部とを電気的に接続する。さらにキャップ３で封止することにより気密
構造とする。このような半導体パッケージでは、キャビティ内寸法により、遮断周波数の
決まる導波管伝送モード及び共振周波数の決まる導波管共振モードが存在し、この共振周
波数を有する信号がこのキャビティに蓄えられる。この信号が、半導体素子及び誘電体回
路基板４に結合した場合、異常発振や破壊を招き、外部の回路等にも悪影響を与える。し
たがって、従来のパッケージでは、図７及び図８のように、キャビティ内に抵抗体５を設
けることにより、共振を抑圧していた。
【０００５】
次に、従来の半導体パッケージの特性について補足する。従来の各半導体パッケージの入
出力端子２における反射特性は、図９の曲線ａ１、曲線ｂ１及び曲線ｃ１のようになり、
キャビティに抵抗体５がない場合（図６の場合、曲線ａ１）は共振周波数を有し、キャビ
ティ抵抗体５がある場合（図７及び図８の場合、曲線ｂ１及びｃ１）は共振を抑えること
が可能になる。また、従来の各半導体パッケージの空間伝播特性は図９の曲線ａ２、曲線
ｂ２及び曲線ｃ２のようになり、キャビティに抵抗体５がない場合（図６の場合、曲線ａ
２）は異常発振が起こり、キャビティに抵抗体５がある場合（図７及び図８の場合、曲線
ｂ２及びｃ２）でも高い空間アイソレーションが確保できない（伝播特性の損失を大きく
できない）ため、半導体素子及び誘電体回路基板４の利得が高い場合、または安定性が低
い場合、空間アイソレーションの低い周波数帯と結合すると異常発振、破壊等が起こる可
能性がある。このように、従来の半導体パッケージでは、キャビティ内に抵抗体５を設け
ることで共振を抑圧していたが、高い空間アイソレーションを確保できないため、高利得
の半導体回路等を実装した場合、異常発振、破壊等が起こる可能性があり、問題となって
いた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のように、従来の半導体パッケージでは、キャビティ内に抵抗体を設けることで共振
を抑圧していたが、高い空間アイソレーションを確保できないため、高利得の半導体回路
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等を実装した場合、異常発振、破壊等が起こる可能性があり、課題となっていた。
【０００７】
この発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、高利得の半導体回路等を実
装した場合でも、異常発振、破壊等を抑圧することが可能な半導体パッケージを提供する
ものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
第１の発明による半導体パッケージは、積層した誘電体基板内にキャビティを形成する際
に設ける複数の表裏導通スルーホールから、キャビティ方向に信号周波数の概略１／４伝
送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したものである。
【０００９】
また、第２の発明による半導体パッケージは、積層した誘電体基板内にキャビティを形成
する際に設ける複数の表裏導通スルーホールから、キャビティの周囲方向に信号周波数の
概略１／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したも
のである。
【００１０】
第３の発明による半導体パッケージは、積層した誘電体基板内にキャビティを形成する際
に設ける複数の表裏導通スルーホールから、キャビティ方向及びキャビティの周囲方向の
２方向に信号周波数の概略１／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスル
ーホールを配置したものである。
【００１１】
また、第４の発明による半導体パッケージは、積層した誘電体基板内にキャビティを形成
する際に設ける複数の表裏導通スルーホールから、キャビティ方向に信号周波数の概略１
／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した長さの異なる複数のスルーホールを配置
したものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は、この発明の実施の形態１を示す半導体パッケージの構成図であり、図において、
２は入出力端子、３はキャップ、４は半導体素子及び誘電体回路基板、７はベース、８ａ
～８ｅは積層してキャビティを構成する誘電体基板、９は表裏導通スルーホール、１０は
シールリング、１１は抵抗膜を形成したスルーホールである。
【００１３】
また、図２はこの発明の半導体パッケージの特性を示す図である。図において、曲線ａ１
，ａ２，ｂ１，ｂ２，ｃ１，ｃ２は図９と同様であり、曲線ｄ１，ｄ２はこの発明の半導
体パッケージの入出力端子２における反射特性及びキャビティ内空間伝播特性である。
【００１４】
次に、動作及び特性について説明する。図１のようにベース７の上に誘電体基板８ａ～８
ｅを積層し表裏導通スルーホール９によってキャビティを形成する。また、出力端子２を
設けてパッケージ内部に配置した半導体素子及び誘電体回路基板４と外部とを電気的に接
続する。さらにシールリング１０とキャップ３とで封止することにより気密構造とする。
抵抗膜を形成したスルーホール１１は、表裏導通スルーホール９からキャビティ方向に、
信号周波数Ｆ０の概略１／４伝送波長の間隔ｔをもって配置され、このキャビティにおけ
る共振を抑圧する。
【００１５】
次に、この発明の半導体パッケージの特性について補足する。図２において、曲線ａ１，
ａ２，ｂ１，ｂ２，ｃ１，ｃ２は、従来の技術（図９）にて説明したとおりである。曲線
ｄ１は、この発明の半導体パッケージの入出力端子２における反射特性であり、曲線ｄ２
はキャビティ内の空間伝播特性である。図のように、この半導体パッケージによると、キ
ャビティ内寸法による共振を抑えることができ、空間伝播特性についても、高い空間アイ
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ソレーションを確保することができるため、高利得の半導体回路等を実装した場合でも、
異常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。
【００１６】
また、抵抗膜を形成した複数のスルーホール１１の配置間隔により、空間伝播特性の調整
が可能である。
【００１７】
なお、ベース７及びシールリング１０のない半導体パッケージにおいても、上記と同等の
効果が得られる。
【００１８】
実施の形態２．
図３は、この発明の実施の形態２を示す半導体パッケージの構成図であり、図において、
３はキャップ、４は半導体素子及び誘電体回路基板、７はベース、８ａ～８ｅは積層して
キャビティを構成する誘電体基板、９は表裏導通スルーホール、１０はシールリング、１
１は抵抗膜を形成したスルーホールである。
【００１９】
次に、動作及び特性について説明する。図３のようにベース７の上に誘電体基板８ａ～８
ｅを積層し表裏導通スルーホール９によってキャビティを形成する。また、出力端子（図
中では省略）を設けてパッケージ内部に配置した半導体素子及び誘電体回路基板４と外部
とを電気的に接続する。さらにシールリング１０とキャップ３とで封止することにより気
密構造とする。抵抗膜を形成したスルーホール１１は、表裏導通スルーホール９からキャ
ビティの周囲方向に、信号周波数Ｆ０の概略１／４伝送波長の間隔ｔをもって配置され、
図２の曲線ｄ１および曲線ｄ２のように、このキャビティにおける共振を抑圧し、また空
間伝播特性についても、高い空間アイソレーションを確保することができる。したがって
、この半導体パッケージによると、キャビティ内部に高利得の半導体回路等を実装した場
合でも、異常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。
【００２０】
実施の形態３．
図４は、この発明の実施の形態３を示す半導体パッケージの構成図であり、図において、
３はキャップ、４は半導体素子及び誘電体回路基板、７はベース、８ａ～８ｅは積層して
キャビティを構成する誘電体基板、９は表裏導通スルーホール、１０はシールリング、１
１は抵抗膜を形成したスルーホールである。
【００２１】
次に、動作及び特性について説明する。図４のようにベース７の上に誘電体基板８ａ～８
ｅを積層し表裏導通スルーホール９によってキャビティを形成する。また、出力端子（図
中では省略）を設けてパッケージ内部に配置した半導体素子及び誘電体回路基板４と外部
とを電気的に接続する。さらにシールリング１０とキャップ３とで封止することにより気
密構造とする。抵抗膜を形成したスルーホール１１は、表裏導通スルーホール９からキャ
ビティ方向及びキャビティの周囲方向の２方向に、信号周波数Ｆ０の概略１／４伝送波長
の間隔ｔをもって配置され、図２の曲線ｄ１および曲線ｄ２のように、このキャビティに
おける共振を抑圧し、また空間伝播特性についても、高い空間アイソレーションを確保す
ることができる。したがって、この半導体パッケージによると、キャビティ内部に高利得
の半導体回路等を実装した場合でも、異常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。ま
た、複数のキャビティが隣接した場合でも、キャビティの周囲方向に設けた、抵抗膜を形
成したスルーホール１１によって、隣接したキャビティへの信号の漏れ出しを抑圧するこ
とができる。
【００２２】
実施の形態４．
図５は、この発明の実施の形態４を示す半導体パッケージの構成図であり、３はキャップ
、４は半導体素子及び誘電体回路基板、７はベース、８ａ～８ｅは積層してキャビティを
構成する誘電体基板、９は表裏導通スルーホール、１０はシールリング、１１は抵抗膜を
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形成したスルーホールである。
【００２３】
次に、動作及び特性について説明する。図５のようにベース７の上に誘電体基板８ａ～８
ｅを積層し表裏導通スルーホール９によってキャビティを形成する。また、出力端子（図
中では省略）を設けてパッケージ内部に配置した半導体素子及び誘電体回路基板４と外部
とを電気的に接続する。さらにシールリング１０とキャップ３とで封止することにより気
密構造とする。
抵抗膜を形成したスルーホール１１は、表裏導通スルーホール９からキャビティ方向に、
信号周波数Ｆ０の概略１／４伝送波長の間隔ｔをもって配置され、図２の曲線ｄ１および
曲線ｄ２のように、このキャビティにおける共振を抑圧し、また空間伝播特性についても
、高い空間アイソレーションを確保することができる。したがって、この半導体パッケー
ジによると、キャビティ内部に高利得の半導体回路等を実装した場合でも、異常発振、破
壊等を抑圧することが可能になる。
【００２４】
また、実施の形態１～３では、抵抗膜を形成した複数のスルーホール１１によって囲まれ
る誘電体を含む空間の寸法により、新たに導波管伝送モード及び導波管共振モードが発生
するため、共振を発生する可能性がある。しかし、本実施の形態４の半導体パッケージに
よると、抵抗膜を形成した複数のスルーホール１１の長さが異なるため、この抵抗膜を形
成した複数のスルーホール１１によって囲まれる空間を形成せず、新たに導波管伝送モー
ド及び導波管共振モードが発生しない。したがって、この半導体パッケージによると、キ
ャビティにおける共振の抑圧、高い空間アイソレーションの確保が、より効果的に達成で
きる。
【００２５】
【発明の効果】
第１の発明によれば、積層した誘電体基板内にキャビティを形成するために設ける複数の
表裏導通スルーホールから、キャビティ方向に信号周波数の概略１／４伝送波長の間隔を
もって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したことにより、キャビティ内寸法
による共振を抑えることができ、空間伝播特性についても、高い空間アイソレーションを
確保することができるため、高利得の半導体回路等を実装した場合でも、異常発振、破壊
等を抑圧することが可能になる。
【００２６】
また、第２の発明によれば、積層した誘電体基板内にキャビティを形成するために設ける
複数の表裏導通スルーホールから、キャビティの周囲方向に信号周波数の概略１／４伝送
波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置したことにより、キャ
ビティ内寸法による共振を抑えることができ、空間伝播特性についても、高い空間アイソ
レーションを確保することができるため、高利得の半導体回路等を実装した場合でも、異
常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。
【００２７】
第３の発明によれば、積層した誘電体基板内にキャビティを形成するために設ける複数の
表裏導通スルーホールから、キャビティ方向及びキャビティの周囲方向の２方向に信号周
波数の概略１／４伝送波長の間隔をもって、抵抗膜を形成した複数のスルーホールを配置
したことにより、キャビティ内寸法による共振を抑えることができ、空間伝播特性につい
ても、高い空間アイソレーションを確保することができるため、高利得の半導体回路等を
実装した場合でも、異常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。また、複数のキャビ
ティが隣接した場合でも、隣接したキャビティへの信号の漏れ出しを抑圧することができ
る。
【００２８】
また、第４の発明によれば、積層した誘電体基板内にキャビティを形成するために設ける
複数の表裏導通スルーホールから、キャビティ方向に信号周波数の概略１／４伝送波長の
間隔をもって、抵抗膜を形成した長さの異なる複数のスルーホールを配置したことにより
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、第１～第３の発明よりも、効果的にキャビティ内寸法による共振を抑えることができ、
空間伝播特性についても、高い空間アイソレーションを確保することができるため、高利
得の半導体回路等を実装した場合でも、異常発振、破壊等を抑圧することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明による半導体パッケージの実施の形態１を示す図である。
【図２】　この発明による半導体パッケージの特性を示す図である。
【図３】　この発明による半導体パッケージの実施の形態２を示す図である。
【図４】　この発明による半導体パッケージの実施の形態３を示す図である。
【図５】　この発明による半導体パッケージの実施の形態４を示す図である。
【図６】　従来の半導体パッケージの一例を示す図である。
【図７】　従来の半導体パッケージの一例を示す図である。
【図８】　従来の半導体パッケージの一例を示す図である。
【図９】　従来の半導体パッケージの特性を示す図である。
【符号の説明】
７　ベース、８ａ　誘電体基板、８ｂ　誘電体基板、８ｃ　誘電体基板、８ｄ誘電体基板
、８ｅ　誘電体基板、９　表裏導通スルーホール、１０　シールリング、１１　抵抗膜を
形成したスルーホール。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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